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Principios Basicos del Invento

El presente invento se refiere a estructuras de
circuito integrado semiconductoras monoliticas de tipo
planar que pueden ser pastillas maestras y esta dirigi-
do, particularmente, a estructuras de circuito integrado
que tienen més de una capa de material aislante sobre
la superficie plsnar con zberturas de paso en la caps
superior a través de las cuales se establece contacto con
un trazado de metalizacidén sobre la capa inferior.

Los circuitos integrados semiconductores de tée-
nica planar, comprenden en general una pluralidad de
dispositivos activos y pasivos formados en la superficie
planar de un miembro semiconductor que puede ser conven-
cionalmente un substrato semiconductor que goporta una
cape epitaxial que contiene la superficie planar. Puesto
que todas las uniones P-N en los circultos integrados
se extienden desde la superficie planar, esta superficie
planar esta cubierta totalmente por una primera capa de
material aislante, tél como didoxido de silicio con el
fin de evitar la exposicién de las uniones P-N al ambien~
te y para aislar eléctricemente los dispositivos activos
¥y pasivos de una capa de metalizacion de interconexion
formada sobre la superficie superior de esta primera ca-
pa. Este trazado de metalizecion interconecta los dispo-

gitivos en el circuito y distribuye & puntos selecciona—~
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dos en el circuito una pluralidad de niveles de tension,
respectivamente, procedentes de una pluralided de fuentes
de alimentecidn de tensidn. Bste trazado de metamlizacion
esté conectado a regiones sdecuadas de dispositivo en el
circuito integrado por medio de contactos eléctricos, que
pasen o través de aberturas en la primera capa asislante.
En la Patente Norteamericana 3.539.876 se exponsn ¢irs
cuitos integrados del tipo descrito y métodos adecuados
para fabricacidn de los mismos.

En uns gran mayoria de circuitos integrados, es
necegerio adicionalmente tener una segunda capa de mate-
rial gislante sobre la primera caspa. BEn los cireculitos in-
tegrados mas simples, esta capa es utilizada principal-
mente para cubrir y proteger el trazado de metalizacion.
En circuitos integrados mes complejos que tienen un gran
nimero de dispositivos por unidad de superficie o una ma-
Yor densidad de dispositivos, es frecuentemente necesario
un segundo trazado de metalizacidn sobre la superficie
de la segunda capa aislante debido al area insuficiente
sobre la primeré cepa alslante para un trazado de meta-
lizacidn que sea capaz de establecer todas las interco-
nexiones requeridas. Adicionalmente, el segundo trazado
de metalizacidon sobre la segunda capa es utilizado pars
puntos de cruce de metalizacidn. Zas egtructures de cir-

cuito integrado que tienen trazados de metalizacion sobre
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la primeras y segunda capss son conocidas como circuitos
integrados de metalurgia de niveles miltiples.

Tento en las estructuras de circuito integrado
més simples en donde la segunda capa aislante es utiliza-
da principalmente pera proteccidon, como en los circuitos
integrados mas densos en donde la segunda capa soporta
un segundo trazado de metalizacion, se requieren abertu-
ras de paso a través de la segunda capa.Enlos circuitos
integrados nmés simples, tales aberturas de paso son uti-
lizadas principalmente para el fin de proporcionar con-
tactos externos al trazado de metalizacion sobre la pri-
mera capa. En los circuitos mas complejos con trazados
de metalizacion de niveles miltiples, se requiere un gran
numero de sberturas de paso con el fin de interconeofar
nudos de circuito en el trazado de metalizacion de la
primers caps con nudoé correspondientes sobre el trazado
de metalizacidn del segundo nivel.

Les aberturas de paso a través de ls segunda capa
aislante son formadas convencionalmente por ataque qui-
mico. El procesc de ataque quimico puede ser cuzlquier
técnica convencionsl de ateque por pulverizacidn catodi-
ca en RF. Preferiblemente, el ataque se realiza mediante
ataque quimico convencional del material aislente, tal
como didxido de silicio, del modo descrito en la Paten-

te Norteamericana 3.539.876 que implica la definicidn de
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aberturas de paso que han de obLtenerse por ataque quimi-
co mediante enmascaramiento fotolitografico normalizado
utilizando una capa adecuada de resina fotoresistente y
ptacéndola entonces con un agente de ataque adecuado,
por ejemplo, FH en solucion tamponada.

Puesto que ha sido una practice convencional uti-
lizar el mismo maeterisl para la primera y segunda capeas
alslantes, el problema de "sobreataque" ha sido un pro-
bleme importante en la técnica. En el ataque quimico, el
agente de ataque utilizado en la formacidn de aberturas
de paso en la segunda capa aislente atacard también a
la primera capa aislante. Esto ocurre incluso si los ma-
teriales de las dos capas aislantes no son exactamente
el mismo material. Por ejemplo, muchos de los agentes
de ataque de "vidrio" convencionales atacaran también
en mayor o menor grado otros materiales aislantes que
también estan comprendidos en la categoria de "vidrios".
Por supuesto, si el agente de ataque ataca a tfavés de
la primera capa por debajo de algunas de las aberturas
de paso, se produciran cortocircuitos indeseables entre
la metalizacidn de la primera capa y la superficie de
substrato semiconductor. Con la miniaturizacion crecien-
te de los circuitos integrados, las capas aislantes se
estan haciendo més delgadas y esta resultando cada vesz

mas dificil regular los tiempos de ataque y velocidades
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de ataque de modo que sea solamente atacada la segunda
capa aislante o capa alslante superior en la formacidn
de aberturas de paso mientras que la capa primera o ca-
pa inferior permanezce intacta. Aun con atague por pul-
verizacidn catodica, en donde la velocidad de ataque es
controlada mds facilmente, queda la posibilidad de que
se produzca ataque a través de la primera capa aislante
por debajo de las aberturas de paso. Con ataque quimico,
donde las velocidades de ataque son mes dificiles de con-
trolar, la posibilidad de perforacion por ataque de la
primera capa aislante, es muy importante. 7

La técnica anterior ha considerado muchas posibles
soluciones al problema de tal perforacidn por ataque de

la primera capa aislesnte. Una de las soluciones implicae

le utilizacion para la primerse capa aislante de un mate
rial que tiene una resistencis mucho mayor al sgente de
ataque que la segunda capa que esta siendo atacada. Por
ejemplo, en los casos en que la segunde cepa es didxido
de silicio, una capa inferior de nitruro de silicio pre-
sentara una resistencie aumentada a muchos agentes de
ataque para el didxido de silicio. Uno de los problemes
relacionados con la utilizacidn de nitruro de silicio
es que su adhesion a substratos semiconductores tales
como el silicio es menos que totalmente satisfactoria.

Consecuentenente, cuando es utilizado nitruro de gilicio
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bajo la segunda capa aislante como barrera para el agen-
te de ataque, ha de ser utilizada una capa adicional de
didxido de silicio entre el nitruro de silicio y el subs-
trato. En los casos en que se requiere un compuesto de
nitruro de silicio-didxido de silicio para la primers
capa aislante debido a oitros reguerimientos de circuito
integrado tales, como la pasivacidn, la utilizacidn de
tal compuesto como primera capa proporciona una excelen-—
te golucidn al problems de sobreataque en la formacidn

de aberturas de paso. Sin embargo, en los casos en que

la naturaleza del circuito integrado es tal que no se re-
quiere tal capa para pasivacion o por otras razones, la
utilizacion de una capa adicional de nitruro de silielo
meramente como barrera de ataque requiere la utilizacidn
de una capa adicional junto con la alineacidn asociada

y operaciones de tratamiento.

Otra solucion gue ha sido utilizada en la téecnica
para evitar la perforacion por ataque de la primera capa,
en la formacion de aberturas de paso, esta representada
en las figuras 1 y 1A. En estas estructuras, en las areas
situadas inmediatamente por debejo de las aberturas de
paso en la segunda capa, la metalizacion subyacente tie-
ne dimensiones ampliadas para formar un ensanche o zona
metalico directamente por debajo de las aberturas de pa-

so. Con tal disposicidn, incluso si hay algin desalinea-
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misnto de las aberturas de paso con respecto & la metali-
zacidn subyacente, el ensanche tiene tales dimensiones
gumentadas que la metalizacidén sers totalmente coextensi-
va incluso con una abertura de paso desalineeda y, por
consiguiente, ninguna porcion de la primera cepa subya-
cente g la abertura de paso estara expuesta al medio de
ataque que.esté formando la abertura. Puesto que el me-
tal subyacente es resistente gl medio de ataqus, la pri-
mera cape estaria protegida y no hebria perforacion por
ataque. En las figuras 1 y 1A tenemos la primera capa

10 aislante y la segunda capa l1 aislante compuesta de
dioxido de silicio, el trazado 13 de metalizacidn con

el ensanche 14 aumentado directamente por debajo de la
abertura 15 de paso. Aun cuando este enfoque del proble-
ma de evitar la perforacidn por ataque es relativamente
satisfactorie con circuitos integrados menos densos, en
el caso de los circuitos integrados mas complejos que
tienen muchisimos dispositivos en un drea relativamente
pequefla y, consiguientemente, un trazado de metalizacion
nuy denso sobre la primera cepa, la utilizacion de en-
sanches metalicos Protectores de dimensiones sumentadas
por debajo de las aberturas de paso ocups un espacio‘real
vallioso que restringe la densidad de metalizacion del tra-

zado sobre la primers capsa.
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Regumen del Invento

Consiguientemente, un objeto principal del presen-
te invento ea crear un circuito integrado semiconductor
planar gque tiene una pluralided de capas aislantes y
aberturas de paso, que esta libre de los efectos de la
perforacion por ataque en la capa aislante inferior co-
mo resultado de la formecion de aberturass de paso en la
capa aislante superior.

Otro objeto del presente invento es crear una es-
tructura de pastilla de circuito integraedo planar con
una pluralidad de capas alslantes sustancialmente del mis-
mo material y aberturas de paso a través de una capa su-
perior, que esta sustencialmente libre de los efectos de
le perforecidn por ataque en la cepe inferior.

Un objeto adicional del presente invento es crear
une estructura de circuito integrado semiconductor pla-
nar que satisface los anteriores objetos sin limitar la
densidad de trazado de metalizacidn por debajo de la ca-
pa en la cual son formadas las aberturass de paso.

Aln un objeto adicional del presente invento es
crear una estructura de pastilla de cireculto integrado
en la cual se han reducido a un minimo los efectos del
desalineamiento de las aberturas de pasoc en la capa supe-
rior aislante con respecto al trazado de metalizscion so-

bre la capa aislante inferior al tiempo que se hace ma-
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xima. la densidad de cableado en dicho trazado de metali-
zacion. |

E]l presente invento resuelve el problems del so-
breataque a través de la primeres capa aislante o capa ais-
lante inferior mediante un enfoque que no supone la uti-
lizaeion de ninguna capa "barrera" adicional de agente
de ataque o de ensanches de metalizacidn de dimensiones
aumentadas. En vez de ello, crea una estructura y méto-
do en donde no se intenta evitar o limitar tal sobreata-
que.

El presente invento crea una estruectura de cir-
cuito integrado semiconductor planar que comprende una
superficie planar desde la cual se extiende una plurali-
dad de regiones de diferentes tipos de concentraciones
de impurezes determinadorss de conductividad en el inte-
rior de la pastilla para formar los dispositivos activoes
¥y pasivos del:circuito, una primera capa de meterial ais-
lante que cubre tal superficie, una pluraslidad de contac-
tos eléctricos que se extienden a través de aberturas
en dicha capa aislante respectivamente hasta las regio-
nes situadas en el substrato, un trazado de metalizacion
formado sobre dicha primere capa aislante conectado a
los contactos, una segunda caepa de material aislante que
cubre a la primera capa, teniendo dicha segunda cape una

pluralidad de aberturas de paso que se extienden a tra=-
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vés de ella, y une pluralidad de contactos eléctricos
metdlicos para el trazedo de metalizacion formados en es-
tas aberturas de paso. Estas aberturas de paso estan dis-
puestas singularmente de modo que la meyoris y, preferi-
blemente, sustancialmente todas las aberturas de paso es-
ten dispuestas por encima de regiones de superficie que
tienen tales tipos de impurezas y concentracionss que
formarian contactos de barrera Schottky con los metales
dispuestos en las aberturas de paso si los metales hubie-
gen de hacer contacto con las regiones como resultado

de la perforacidn por ataque de la primera caps aislan-
te.

Mediante tal disposicidn de les aberturas de paso,
los resultados del sobreataque a través de la primera
capa pueden ser lgnorados sustancislmente por cuanto cual-
quier tipo de contactos de barrera Schottky actuarian
como contactos rectificadores para evitar cualquier cor-
tocircuito entre la metalizacidn y el substrato subya-
cente.

De acuerdo con otro aspecto del presente invento,
se crea une estructura en la cual es normal el ataque
de paso en la primera capa aislante bajo las aberturas
de paso porque las aberturas de paso tienen dimensiones
horizontales mayores que la metalizacidn situada bajo

las aberturas de paso.

2809073 - 11 bl
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Los precedentes y otros objetos, caracteristicas
y ventajas del invento quedaran puestas de manifiesto por
la siguiente descripeion mas particular y realizaciones
preferidas del invento como se ilustran en los dibujos
que se acompafian.

Breve Degcripeidn de los Dibujos

La figura 1 es una vista ilustrativa en planta
de una porcidn de una superficie planar de una pastilla
de cirecuito integrado que ilustra la utilizacion de la
técnica anterior de ensanches de metalizacion como recur—
80 para eviter la perforacion por ataque.

La figura 1A es un corte transversal diagramético
a lo largo de la linea 1A, 1A de la figura 1.

Ia figura 2 es una vista disgramatica en corte
transversal de un circuito integrado de una porcion de
una pestilla de circuito integrado de acuerdo con el preé
sente invento.

Ia figure 3 es una vista diagramatice en planta
de una porcidén de uns superficie de una pastilla que ilus-
tra otra reslizacion del presente invento.

La figura 3A es una vista diagramatica en corte
transversal tomado a lo largo de la linea 3A, 3A de la
Figure 3.

Descripcién de las Realizaciones Preferidas

Como se ha mencionado anteriormente, la figura 1

2809073 - 12 hand
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y la figura 1A ilustran un recurso normalizado utilizado
en la tecnica anterior para evitar la perforacion por
ataque sobre la primera capa. La estructura comprende un
substrato 16 que tiene regiones 17 y 18 de dispositivo
adecuadas difundidas en él. Hay una primera capa 10 ais-
lante sobre la superficie del sustrato semiconductor.
Hay un trazedo 13 de metalizacidn formado sobre la su-
perficie de la primers cape aislante. Entre el trazado
de metalizacidn dispuesto sobre le primera caps y las
reglones en el substrato, hay contactos que pasan a tra-
vés de sberturas en la capa 10 que no estan representa-
des., Con el fin de impedir que cualquier cortocircuito
entre la metalizacidén 19 en la segunda capa 1l aislante
penetre a través de la primera capa 10 -aislante-para-hacer
contacto con la superficie del substrato 16 semiconduc-
tor, una porcidn de la metalizacion directamente bajo la
abertura 15 de paso esta ampliada en un emsanche o zona
14 que tiene un tamafio suficiente para asegurar que inclu-
80 si hay una deselineacion de la abertura 15 de paso,
le poreidn inferior de la abertura de paso estarsa total-
mente bloqueada por el ensanche 14. Puesto que el metal
dispuesto en el ensanche 14 es resistente al agente de
ataque quimico utilizado para las aberturas de paso, no
exigte posibilidad de sobreataque a través de la capa 10

aislante puesto que la capa 10 aislante no estard expues-
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ta a la abertura de paso durante el ataque quimico de

la abertura de peso. En la ilustracidn de la figurs 14,
el substrato 16 es de silicic y las capas 10 y 11 aislan=-
te son de didxido de silicio.

La estructura de la técnica énterior de las figu-~
ras 1 y 1A es muy eficaz para impedir la perforacion por
ataque de la primera capa aislante. Sin embargo, debido
e las dimensiones sumentadas del ensanche 14 metalico,
la densidad de cableado sobre el trazado 13 de meteliza-
cion dispuesto sobre la primera cape alslante no puede
ser alta porque los ensanches 14 de dimensiones aumenta-~
des ocupan bastante "terreno propioﬁ particularmente en
estructuras que tienen muchas sberturas de paso.

En la figura 2 ests representada una realizacion
del presente invento. La estructura de la figura 2 es
bastante similar en sus aspectos generales a la estruc-
tura de circuito integrado descrita en la Patente Nortea-
mericana 3.539.876 y puede ger fabricada convenientemen~
te de acuerdo.-con el proceso expuesto en dicha patente.
Le estructura comprende un substrato 20 de tipo P~ que
tiene formeda sobre él una capa 21 epitaxial de tipo N.
Estén formados en la cepa epitaxisl dispositivos activos
y pasivos preferiblemente por difusién y estan aislados
entre s{ por regiones 22 de aislamiento de tipo P+. Un

trensistor tipico comprende una region 23 de emisor, una

28.9-73 - 14 -
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region 24 de base y una regidén 25 de subcolector. Resis-
tencias tipicas en los circuitos son las resistencias Rl
que comprenden una region 26 de tipo P con un par de
contactos, 27 y 28, con la misma. R2 es otra resistencia
tipica que comprende una regién 29 de tipo N4 aislada
por la region 30 de tipo P con un par de contactos 31 y
32 a la regidon 29.

Se forma una primera capa 33 aislante de diodxido
de silicio sobre la gsuperficie 34 planar del circuito
integrado. Se forme sobre le superficie de la capa 33
aislante un trazado 35 de metalizacidn en primer nivel.
El trazado 35 de metalizacion que ests conectado a las
diversas regiones en los disposifivos agctivos y pasivos
del substrato a través de contactos 36 sirve pars inter-
conectar estas regiones. Se forma sobre la capa 33 una
segunda capa 37 aislante de dioxido de silicio. Una plu-
ralided de aberturas de paso atraviesan la capa 37. Los
contactos 39 de abertura de paso en estas aberturas de
raso se extienden hasta establecer contacto con diversos
puntos situados en el trazado 35 de metalizacidn por de-
bajo de lag asberturas de paso.

Las aberturas 38 de paso se formen por ataque qui-
mico de la capa 37 alslante utilizando las téenicas con-
vencionales de ataque fotolitografico descritas en la

patente Numero 3.539.876. En otras palabras, después que

28.9.73 - 15 =
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se ha formado el trazado de metalizacion sobre la prime-
ra cape 33 aislante, se aplica ls segunda capa 37 aislan~
te. Este segunda capa de dioxido de silicio puede ser
aplicade utilizando las téenicas de pulverizacidn cato-
dica descritas en la Patente Nortesmericana 3.539.876.
Pueden entonces formarse las aberturas 38 de paso por
ataque quimico utilizando técnicas de enmascaramiento
fotolitografico adecuadas y un agente de'ataque tal como
el FH en solucidn tamponada. Como se represente en la fi-
gura 2, las aberturas 38 de paso estéan dispuestas de mo-
do tal que cada una de ellas esta situada totalmente so-
bre la regidn 21 epitaxial de tipo N. La region 21 epi-
taxial tiene una concentracidén de impurezs con un valor
Co méximo de 1018/cm3 y una concentracion de impureza pre-
feriblemente del orden de 5 x lOlé/cmj.

El metal utilizado para los contactos 39 de aber-
tura de paso debe ser uno que sea cepaz de formsr un con-
tacto de barrera Schottky con ls capa epitaxial 21. Para
la presente realizacion, pueden ser utilizados metales
tales como siliciuro de platino o aluminio. Sin embargo,
es blen conocida para los expertos en la técnica uns am~
plia variédad de metales adecuados para formar tales con-
taétos de barrere Schottky. Se incluyen metales talés co-
mo platino, paladio, cromo, molibdeno, o niquel, entre

otros. E1 segundo trazado 40 de metalizacion se forms en-
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tonces sobre la superficie de la capa 37 aislante. El
segundo trazado de metalizacidn esté conectado & diversos
nudos en el primer trazado de metalizacidn a través de
contactos 39 de abertura de paso. Con la disposicidn de
las aberturas de paso como se ha descrito, si alguna de
las aberturas de paso estda desalineada con respecto al
trazado de metalizacion subyacente como en el caso del
punto 41, hay unas excelente posibilidad de que -cuando se
ataque la abertura de paso el asgente de ataque atacara
en exceso a través de la primera caps para hacer un con~
tacto 42 con la superficie de la capa 21 epitaxisl. Es-
te contacto sera, sin embargo, un contacto de barrera
Schottky que actuara como contacto rectificador evitan-
do cortocircuitos entre los trazados de metalizacion y
el substrato. Con el fin de asegurar esta accidn recti-
ficadora del contacto de barrers Schottky, el nivel de
potencial aplicado al metal que se extiende en contacto
con la superficie y el aplicado a la superficie deben
ser tales que exista una diferencia de potencial aplica-
da a traves del contacto de barrera Schottky suficiente
para polarizar en sentido inverso el contacto. Con el
eircuito integrado representado, esta polarizacidn inver-
se se consigue facilmente; es una practica convencional
en el circuito representado mantener la capa epitaxial

de tipo N a un nivel 4V de potencial positivo, durante
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el funcionamiento del circulto. Entonces, sl el trazado
de metalizacion en contacto con las aberturas de paso se
mantiene otrornivel -V de funcionsmiento normalizado, se
asegurard la polarizacidn inversas sdecuada de cualguier
contacto de barrera Schottky que pueds presentarse. En
la figura 2, log niveles de potencial +V y -V se han re-
pregentado como eplicados diagraméticamente. En el fun-
ciongmiento del circuito real, egstos niveles se agplica-
rén medisnte distribucidn de la fuente de alimentecidn
realizads a través del trazado de metalizacion y contac-
tos adscuados con el substrato.

En les figuras 3 y 3A esta representado otro as-
pecto del presente invento. Con la estructura represen-
tada en la figurae 2, cuando se produce un desalineamien-
to, como eh el punto 41, el contacto 39 en la abertura
de paso no hare totalmente contacto con la totalidad del
grea de superficie del trazado de metalizacion subyacen~
te. De este modo, habra solemente un contacto parcial.
Con circuitos integrados menos complejos, tal contacto
péroial sere usualmente suficiente por cuanto cualquiera
gque sea la resistencia de contacto aumenteda que resulte
de este contacto parcial no tendra efecto sobre los para-
metros de funcionamiento del circuito. Sin embargo, en
circuitos integrados nas comple jos de densidad crecien-

te, un contacto parcial tal como el de la figura 2 pue-
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de introducir un elemento de resistencis que afecte de
modo adverso al funcionsmiento de la disposiciodn de ecir-
cuitos. En tales circunstancias, el recurso representado
en las figuras 3 y 3A sirve para asegurar que se estable-
ce un contacto total con el trazado 50 de metalizacidn
subyacente mediante el contacto 51 de abertura de paso
formado en la abertura 52 de paso. La abertura 52 de pa~-
so tiene una dimensién 4 horizontal maeyor que la de la
formacion 50 metalica. De este modo, cuando se forma una
abertura 51 de paso mediante ataque quimico a través de
la capa 53 de didxido de silicio, habra un sobreataque
que dars comc resultado una abertura 54 a través de la
cape 55 inferior de dioxido de silicio en las regiones

de las abefturas de paso que no tienen metal 50 por de-
bejo de ellas. Esto dara luger a un contacto 56 de barre-
ra Schottky que tiene las caracteristicas anteriormente
descritas con respecto a la figura 2, entre el metal 57
del contacto de aberturs de paso y la region 58 epitaxial
de tipo N. Puesto que, como se ha descrito anteriormente,
estos contactos de barrera Schottky sirven para evitar
cualquier cortocircuito entre la formacidn metélica y

el substrato, la formaeidn metélice permanece aun eléctri-
camente aislade del substrato por el contacto rectifica-
dor. Sin embargo, puesto que la formacidn 50 metalica es~

t4 completamente cubierta por la formecidn 57 metalica

28.9073 - 19 -
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de contacfo, el resultado es un contacto total en vez de
parcial.

Aunque se han deserito en las realizaciones prefe-
ridas contactos de barrers Schottky formedes con un subs-
trato de tipo N, se reconocera por 1os expertos en la
técnica que los principios del presente invento pueden
también ser aplicados con un substrato de tipo P que ten-
ga un valor Gy méximo de 1018/om3 meramente utilizando
metales adecuados que formen contactos de barrers Schoti-
ky con tales substratos. Estos metales incluyen aluminio,
oro, cobre y niquel.

Adn cuando el invento ha sido mostrado particular-
mente y deserito con referencia a reaslizaciones preferi-
das del mismo, se entendera por los expertos en la téc—
nica que pueden realizarse los precedentes o otros cam-
bios en la forma y detalles del mismo sin apartarse de
la esencia ¥y cempo de aplicacion del invento.

La presente solicitud, que corresponde a la pre=-
sentada en Estados Unidos de América, el 18 de Octubre
de 1972, bajo el N2 298.729, se acoge a los beneficios
del Articulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad In-

dustrial.

28.9.73 - 20 -
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nuevae que se pre-
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente
de Invencion en Espafia, por VEINTE afios, son los que se
recogen en las reivindicaciones sigulentes:

12.- Disposicidn de estructura de circuito inte-
grado de aislamiento de miltiples capas que comprends:
una pastilla semiconductora con ung superficie planar
desde la cual se extiende una pluralided de regiones de
diferentes tipos y concentracion de impurezas determina-
doras de conductividad en el interior de la pastills pa-
ra former los dispositivos activos y pasivos del circui-
to, una primera capa de materiel aislante que cubre di-
cha superficie, una pluralidad de contactos eléctricos
que se extienden a través de aberturas en dichas primerae
capa alslante hasta dichas regiones, un trazado de meta-
lizacion formado sobre dicha primera cape aislante conec-
tado & dichos contactos, una segunda capa de material
aislante que cubre dicha primere capa, teniendo dicha
segunda capa una pluralidad de aberturas de paso que se
extienden a través de la misma, y una pluralidad de con-
tactos eléctricos metdlicos con dicho trazado de metali-
zaoidn formados en dichas aberturas de paso, caracteriza-

da porque, con el fin de evitar conexiones de baja resis-

- 21 -
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tencia no deseables entre el trazado de metalizacion y
dichas regiones de superficie, la mayoria de las abertu-
ras de paso en dicha segunda capa estan dispuestas por
encima de regiones de superficie que tlenen tales tipos
de impureza y concentraciones que formarian contactos

de barrera Schottky con el tipo de wmetal de los contac-
tos formados en lg abertura de paso.

28.- Una disposicién de acuerdo con la reivindi-
cacion 128, caracterizada porque dichas aberturas de paso
tienen una dimension horizontal mayor que la dimension
horizontal del trazado de metalizacidn situado directa-—
mente por debajo de dichas gberturas.

2,~ Una disposicion de acuerdo con la reivindi=-
cacidn 1%, caracterizada porque las regiones de super-
ficie por encima de las cuales estan dispuestas dichas 7
aberturas de paso tienen una impurezsa C0 meéxima de 1018/
cm3.

8.~ Una disposicién de acuerdo con la reivindi-
cacidn 38, caracterizada porque las regiones por encima
de las cuales estan dispuestas diches aberturas de paso
son reglones de tipo N.

58.- Una disposicidn de acuerdo con la reivindica-
cidn 48, ceracterizade porque dicha superficie planar
es la superficie de una capa epitaxiasl de tipo N, y las

régiones de tipo N por encima de las cuales estan dispues-

28.9.73 - 22 -
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tas las aberturas de paso son porciones de dicha capa
epitaxial.

62.- Disposicion de estructura de circuito inte-
grado de aislemiento de miltiples capas.

Tal y como se ha descrito en la Memoriam que ante-
cede, representado en los dibujos que se acompafian y
con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veintitrés hojas escritas

e maguina por una sols cara.

- o sy
Madrid, =98 % | 1973
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Oscer dp Clrshury
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